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LONGI

Les étapes de LONGiI

Chaque étape est devenue une force clé pour promouvoir le développement de I'industrie 2024

LONGi lance le TaiRay Wafer
Une révolution attendue depuis 10 ans dans lindustne
avec le Hi-MO X6 Max
2012 / 2014 2019 2021 i .
N°1 mondial en production de Certifié par CERTISOLIS pour sa faible LONGI a créé la BU Hydrogéne L erle de la .T_rgf}'sformgnon
2000 plaquettes de siicum monocristalln ~ empreinte carbon ERR LIDCYOS Gy S0 SNCUM & C10 8 OGUR CAFCIO
Création de LONGI Technologie de tranchage par fl diamanté Gestion de |a qualite du cycle de vie des produits majeures au cours de la derniére décennie
Révolution Technologique (e STVIERion Chevat s 1 2024
re sation de la technologie
Les Débuts L'ére de I'évolution technologique dans sokiire W:f changer le monde o 2 o 2
L'ére de I'accumulation les plaquettes de silicium monocristallin

2000 2012 2O

L'Energie Solaire pour Tous
Tout le monde devrait pouvoir
bénéficier d'une énerge propre

2022

Mise a Niveau Industrielle LONGi lance le HPBC
L'ére de la promotion du monocristalin Introduction du H-MO X6, premier module équipé de la
vers le grand public technologie HPBC a haute efficacité

2015/2018

Le fabricant de panneaux
photovoltaiques le plus valonsé au
monde

Tendarce PERC
Techrologie LIR
Techrologie biacisle




Fabriquant de Wafer et Leader du Back Contact

2022 2024 2025

Hi-MOX6 . Hi-MO X6t Hi-MO X10

Cellules HPBC Cellules HPBC + TaiRay Wafer M11 Cellules HPBC 2.0 + TaiRay Wafer M11
Le premier module exclusif Optimisation de la taille Révolutionne les modules PV avec une
pour les marchés distribués pour un rendement gestion localisée de |'ombrage et des

avec des cellules HPBC maximal performances inégalees




TaiRay Wafer : Une révolution attendue depuis 10 ans
dans l'industrie

Réduction des Concentration Moins Plus Résistant
effets de mismtach Plus Elevée d'Impuretés aux Chocs

La cellule
s'adapte a la
Ko Wafer TaiRay et ‘
™ conventionnel wafer e e e e
\ 1= i_ =
\—Y‘ TaiRay wafes
5 20% R Wafer conventionnel TaiRay wafer
—— plages de résistance @ —— plages de résistance

Wafer conventionnel




La structure du TaiRay Wafer et des cellules ameliore la resistance mecanique

Wafer plus épais

+10pm d'épaisseur par rapport au standard

= ' Structure de soudage en une ligne

Réduire le stress au bord des cellules

Sous la méme
contrainte |'affaissement
de la surface de laTaiRay

est plus faible Renforcement du TaiRay

Fiabilite accrueameéliorer les performances anti-fissuration

T




Amélioration du procédé de demi-cellule, moins de dommages des cellules

Processus standard
P i
Bord

Wafer Cellule Bord fissuré

endommage
Nouveau processus = l =
R -
Wafer Demi- Demi- réparé
wafer cellule
11111 i . .
- = Réparation des W 2 Réduction des dommages dus a la coupe
- - défauts de bord = . Rdaction de dom am
- = Les défauts du bord des demi-cellules : NTEIES oMb o
Jl = 2 2 2 grille, a la base de silicium et aux autres
causés par la coupe sont réparés Y " Py st

11111 pendant le processus de fabrication. la fabrication des cellules.



- L’apogée du silicium cristallin

Une puissance inégalée, pour un futur sans limites .




FULL BLACK CLASSIQUE

LONGi X10 (HPBC) Module TOPCon LONGi X10 (HPBC) Module TOPCon
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Technologie 0BB (Zero Busbar)

¥ Point de soudure - Point de soudure

BusBar

Grille Grille en
argent pur
Fils de
Fils de raccordement raccordement
Back Contact Back Contact

HPBC 1.0 HPBC 2.0



Absorption de lumiére maximisée

WY

standard



Grille en argent pur : meilleure conductivité et plus de stabilite.

Amélioration de la
conductivité de 42%

Utilisation de grilles en argent pur pour
une meilleure conductivité.

-

Résistance a la corrosion

multipliée par 3

Réduction de la dureté des matériaux,
améliorant la stabilité.
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Couche de passivation frontale - Plus grande
uniformité, meilleure réesistance aux UV
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La soudure des lignes de grille avant ' Pas de grille a I'avant, double
- endommage la couche de passwatlon couche de passivation avec une
_ ce qui entraine un risque accru de ; plus grande uniformite et

degradatlon aux UV.

......

meilleure résistance aux UV.
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Causes de
| défaillance des
ey modules

. spot/Ombrage/Salissure

419




Un ombrage partiel peut entrainer |'arret de production
d'électricité de toute la zone




Et si nous avions une diode de bypass par cellule
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Module standard HPBC 2.0

Diode par cellule +

Diodes du module Diodes du module



Passivation Hybride Bipolaire P-Type et N-Type

Simule une diode de bypass par cellule

En cas d'ombrage, le courant peut La cellule est ignorée et le courant peut
encore passer dans le canal créé. continuer son chemin

HPBC 2.0

Passivation Hybride Bipolaire
P-Type et N-Type




Le HPBC 2.0 assure une production optimale et sans
hotspot en cas d'ombrage
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Structure pyramidale submicronique : réduction de la réflexion de la
lumiére.

./“\ oy W\“&\ //4// //,/é /W/

TOPCon HPBC

12+

Réduction de la réflexion lumineuse de 12 %, augmentant ainsi |'efficacité d'utilisation de la lumiere.

ure de la lumiere incidente.




Protection contre les environnements difficiles

Dégradation due a I'humidité et aux UV

TOPCon
N Hi-MO x10
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L'encapsulation empéche I'humidité d'atteindre la cellule

Teneur élevée en POE, faible décomposition de I'acide acétique

Sensible a I'hydrolyse Résistant a I'humidité

Plus perméable

(les fluides peuvent passer a x moins
travers) perméable

Le processus de moulage par compression allégé
empéche l'infiltration de la vapeur d'eau.
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Pelliculage de films LONGi

Ajustement plat a la presse Ajustement a la presse inégal,
avec moins de vides plus de vides

Exercer une pression avec précision

Pelliculage conventionnel

30% de reduction de la

permeéabilité a la
vapeur d'eau

Controle parfait de la température




Le Hi-MO X10 est plus performant, plus longtemps

Plus Performant Plus Longtemps

Output/%

100%

92.35%

9&2*\ 84.4% | [ 90.60% 8 8 ; 8 5%

Résistant : g
88.4 grélons 45 mm 93.40%
(RG4 - mono) 91.40%
82.6% 89.40%

leave
25°C 45°C 65°C 85°C factory ©Syear 10year 15year 20year 25year 30 year

Coefficient de tempeérature : -0.26%/°C Dégradation la premiere année : 1%. dégradation lineaire : 0.35%
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. votre installation photovoltaique !
MO X10 480W Concurrents 455W
o wal i 7 9 - --—==S=E=ESERE _
e ' _[EChuEES — - cEEssEERRRRRS GV eesed
X i | s |
iR - = -*, -
! : 48 colonnes x 6 rangées 49 colonnes X 6 rangées
' ~_ (1800X1134mm) (1762X1134mm)
) V&7 Puissance installée supérieure = 138kW pour le X10 contre 134kW pour les concurrents
~alh arm e Surface équivalente de modules installés = 605
/\fm‘\\“ Etude de cas entre le module LONGi Hi-MO X10 et le systéeme Ital-Solar de D‘ME
A (65 S0 AL U7 Qté pour les )
pgt—mxmm) Beférences T Désignation ; concurrents(455w)
’ 192 RAI017 Rails Alpha solar3. 60m 196
3 480 EIX040 ~ FU30-35 A 490
192 EIN 001 F.E 30-35 196
48 ACC 033 Mousse SF PVC Scapa 3509(m)
96 ACCO11 . _ ~ CTR bas de générateur
192 ACCO11 CTR Rail
0 ... ARco21 CT™
ideen 3 i ACC 040 Collier pourcable
S\VY 672 QU 1055 Vis de couture TETINOXP1 6.3x38
‘r’ 322 - Rondelles vis pannes déja prém ontées
322 QU 1665 ZACROVIS 6 TH122C 6.3x85

>2% d’économie de colits sur les structures

>2% d’économie sur la quantité de modules et ses coua d installation
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